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본     거특  우 하고 재사  가능한 폴리우 탄 폰지  사 한   

에 한 것 , 욱 상 하게는 (a) 매  그래 트  하여 1 합물  하는 단계;

(b) 상  1 합물에 폴리우 탄 폰지  함침한 후 건 하여 폴리우 탄 폰지  개질하는 단계; (c) 매
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폰지  함침한 후 건 하여 그래 트  폴리 틸실 산   폴리우 탄 폰지  하는 단계;

포함하는   에 한 것 다. 
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청

청 항 1 

(a) 매  그래 트  하여 1 합물  하는 단계;

(b) 상  1 합물에 폴리우 탄 폰지  함침한 후 건 하여 폴리우 탄 폰지  개질하는 단계; 

(c) 매  폴리 틸실 산  하여 2 합물  하는 단계; 

(d) 상  2 합물에 상  개질  폴리우 탄 폰지  함침한 후 건 하여 그래 트  폴리 틸실 산

 폴리우 탄 폰지  하는 단계;  포함하는   . 

청 항 2 

1항에 어 , 

상  (a) 단계는

매  100 량 에  하여  그래 트   0.1~5 량 가  사 는  것  특징  하는   

. 

청 항 3 

2항에 어 , 

상  (c) 단계는 

매 100 량 에 하여 폴리 틸실 산 0.1~5 량 가 사 는 것  특징  하는   

. 

청 항 4 

3항에 어 , 

상  (a) 단계는 

매  에탄  사 하는 것  특징  하는   . 

청 항 5 

1항 내지 4항에  택 는 어느 한 항   는  . 

청 항 6 

5항    포함하는  치. 
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   야

본     거특  우 하고 재사  가능한 폴리우 탄 폰지  사 한   [0001]

에 한 것 , 욱 상 하게는 (a) 매  그래 트  하여 1 합물  하는 단계;

(b) 상  1 합물에 폴리우 탄 폰지  함침한 후 건 하여 폴리우 탄 폰지  개질하는 단계; (c) 매

 폴리 틸실 산  하여 2 합물  하는 단계;  (d) 상  2 합물에 상  개질  폴리우 탄

폰지  함침한 후 건 하여 그래 트  폴리 틸실 산   폴리우 탄 폰지  하는 단계;

포함하는   에 한 것 다. 

 경  

늘날 원  , 동차, 각  계 연료 ,  등 여러 산업 야에 하게 사 다. [0003]

그러나 동 나 업  행하는 동안  어 주 경  염시킬   문에  지하거[0004]

나  산  한 억 하여야 한다. 

강, 다, 해양 등에   하는  크게  ,     거 치  [0005]

다. 

   고 , 나 복합체 등  사 하여  하는 것 ,  는 다공[0006]

상 침  망상 공 합체, 창 연, 폴리우 탄/산 아연 층/  층/지 산층 복합체, 직포 층

체,   착포, 말 함침 창 연 등  다.

   상단  하단 커트  크  다 게 하여 도가 쳐도  어가는 것  지[0007]

하는 착 , 원  또는 사각 태  주 니에 EPDM 고무가루, 나 트, 겨  티 폼  진한 

,  가 한 고  친  지   가 한 지  결합한  등  

다. 

 거 치  복  체가 동 어싱 단  하여 동가능하게 결합 어, 3 닛에 각[0008]

각 연결 는  브 어 블리  포함하는 거 치, 가 3 에 치 어 상  3 

상단  상하  승강시키는  리 치, 측에 개  가 고,  합 체가 

는 타측  곡 진 돌  어 폐쇄 어 는 리 필  치 등  다. 

그러나 상      거 특 , 재사  특  등  열등하므    시 과  사  [0009]

없다. 

행 문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) 한 공개특허 10-2007-0045145  [0011]

 내

해결하 는 과

본  상  래  문  해결하  한 것 ,    거 특 , 물   리특[0012]

, 재사  특  등  우 하여   시 과  사   는 폴리우 탄 폰지  사 한  

  공하는  그  다. 

과  해결 단
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상  같   달 하  하여 본  (a) 매  그래 트  하여 1 합물  하는[0014]

단계;

(b) 상  1 합물에 폴리우 탄 폰지  함침한 후 건 하여 폴리우 탄 폰지  개질하는 단계; [0015]

(c) 매  폴리 틸실 산  하여 2 합물  하는 단계; [0016]

(d) 상  2 합물에 상  개질  폴리우 탄 폰지  함침한 후 건 하여 그래 트  폴리 틸실 산[0017]

 폴리우 탄 폰지  하는 단계;  포함하는    공한다. 

본  실시 에 어 , 상  (a) 단계는 매 100 량 에 하여 그래 트  0.1~5 량 가 사[0018]

는 것  특징  한다.

본  실시 에 어 , 상  (c) 단계는 매 100 량 에 하여 폴리 틸실 산 0.1~5 량 가 사[0019]

는 것  특징  한다.

본  실시 에 어 , 상  (a) 단계는 매  에탄  사 하는 것  특징  한다. [0020]

또한 본  상   는   공한다. [0021]

아울러 본  상    포함하는  치  공한다. [0022]

 과

본     거 특 , 물   리특 , 재사  특  등  우 하여   시 과[0024]

 사   는 폴리우 탄 폰지  사 한    공할  다. 

도  간단한 

도 1  본    공  나타낸다. [0026]

도 2는 본  그래 트  개질  폴리우 탄 폰지  주사 미경(SEM) 미지  나타낸다: (a)

폴리우 탄 폰지, (b) 1  함침시킨 폴리우 탄 폰지, (c) 2  함침시킨 폴리우 탄 폰지, (d) 3  함침

시킨 폴리우 탄 폰지.    

도 3  본  폴리 틸실 산(PDMS)  개질  폴리우 탄 폰지  주사 미경(SEM) 미지  나타

낸다: (a) PDMS 0.25g, (b) PDMS 0.5g, (c) PDMS 1g, (d) PDMS 2g.    

 

 실시하  한 체  내

하 실시  탕  본  상  한다. 본 에 사  어, 실시  등  본  보다 체[0027]

 하고 통상   해  돕  하여 시  것에 과할 뿐 , 본  리  등  

에 한 어 해 어 는 안 다.

본 에 사 는  어  과학 어는 다  가 없다    하는  야에  통상  지[0028]

식  가진 가 통상  해하고 는 미  나타낸다.

본  (a) 매  그래 트  하여 1 합물  하는 단계;[0030]

(b) 상  1 합물에 폴리우 탄 폰지  함침한 후 건 하여 폴리우 탄 폰지  개질하는 단계; [0031]

(c) 매  폴리 틸실 산(PDMS)  하여 2 합물  하는 단계; [0032]

(d) 상  2 합물에 상  개질  폴리우 탄 폰지  함침한 후 건 하여 그래 트  폴리 틸실 산[0033]

 폴리우 탄 폰지  하는 단계;  포함하는   에 한 것 다(도 1). 
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상  (a) 단계는 매  그래 트  하여 1 합물  하는 단계 , 매  그래 트 [0035]

 10~60  하여 1 합물  할  다.   시  가하여 산  향상시킬  

다.  

본  상  매 100 량 에 하여 그래 트  0.1~5 량 가 사 는 것  람직하다. [0036]

매  그래 트  량비가 상  치  만 하는 경우    거특 , 과 물  리[0037]

특   재사  특  우 하다.

상  매 는 탄 , 에탄 , 프 , 탄  등  한 없  사   , 람직하게는 에탄[0038]

 사 는 것  다. 

본   매  에탄 과  탄  공 매가  사   ,   에탄 과  탄  량비는[0039]

60~80:20~40  것  람직하 , 량비가 상  치  만 하는 경우    거특 , 과 물

 리특   재사  특  우 하다.

또한 상  그래 트 는 폴리 틸실 산 액  처리   다.  폴리 틸실 산 액 100[0041]

량 에 하여 그래 트  1~10 량 가 사 는 것  람직하다. 

상  폴리 틸실 산 액  매  폴리 틸실 산  포함할  , 상  매 100 량 에 하여[0042]

폴리 틸실 산 1~10 량 가 사 는 것  람직하다. 

상  폴리 틸실 산 액에 그래 트  함침 시킨 후 꺼내어 건 하  폴리 틸실 산   그[0043]

래 트  할  다. 

상  (b) 단계는 상  1 합물에 폴리우 탄 폰지  함침한 후 건 하여 폴리우 탄 폰지  개질하는 단[0045]

계 , 상  1 합물에 폴리우 탄 폰지  함침 시킨 후 꺼내어 건 하  그래 트가  폴리우 탄

폰지  할  다. 

상  함침 공  1  상 행   ,  상  건 는 50~100℃  븐에  1~20시간 동안 행  [0046]

다. 

상  (c) 단계는 매  폴리 틸실 산  하여 2 합물  하는 단계 , 매  폴리 틸실[0048]

산  10~60  하여 2 합물  할  다.   시  가하여 해  향상시킬  

다.  

본  상  매 100 량 에 하여 폴리 틸실 산 0.1~5 량 가 사 는 것  람직하다. [0049]

매  폴리 틸실 산  량비가 상  치  만 하는 경우    거특 , 과 물  [0050]

리특   재사  특  우 하다.

상  매 는 루엔, ,  ,  프 필아민, 트리에틸아민, 틸포 아미드, 틸 폭사 드[0051]

등  한 없  사   , 람직하게는 루엔  사 는 것  다. 

본   매  루엔과   공 매가  사   ,   루엔과   량비는[0052]

60~80:20~40  것  람직하 , 량비가 상  치  만 하는 경우    거특 , 과 물

 리특   재사  특  우 하다.

또한 상  2 합물  경  가  포함할  , 상  경 는 폴리 틸실 산  경 시키  해[0054]

사   다.  폴리 틸실 산  경  량비는 10:1~3  것  람직하다. 
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또한 상  2 합물  아크릴 트  함  실란 커플링   아크릴계  공 합체  가  포함할 [0056]

, 상  공 합체는  향상시킬  다.  

상  아크릴 트  함  실란 커플링 는 3- 타크릴 시프 필 틸 시실란, 3- 타크릴 시프 필트[0057]

리 시실란, 3- 타크릴 시프 필 틸 에 시실란, 3- 타크릴 시프 필트리에 시실란, 3-아크릴 시프

필트리 시실란, 타크릴 시 틸트리에 시실란, 타크릴 시 틸트리 시실란 등  다. 

상  아크릴계 는 틸아크릴 트, 에틸아크릴 트, 프 필아크릴 트, 프 필아크릴 트,[0058]

n- 틸아크릴 트,  틸아크릴 트,  n-아 아크릴 트,  아 아크릴 트,  n-헥실아크릴 트,

2-에틸헥실아크릴 트,  라우릴아크릴 트,  틸 타크릴 트,  에틸 타크릴 트,

프 필 타크릴 트, 프 필 타크릴 트, n- 틸 타크릴 트, 틸 타크릴 트, n-아 타

크릴 트, 아 타크릴 트, n-헥실 타크릴 트, 2-에틸헥실 타크릴 트, 라우릴 타크릴 트

등  다. 

상  공 합체는 매 100 량 에 하여 0.1~1 량  사 는 것  람직하다. 공 합체  함량  상  [0059]

치  만 하는 경우    거특 , 과 물  리특   재사  특  우 하다.

또한 상  2 합물  알지 트  가  포함할  , 상  알지 트는  특  향상시킬[0061]

 다. 

상  알지 트는 매 100 량 에 하여 0.1~1 량  사 는 것  람직하다. 알지 트  함량  상[0062]

치  만 하는 경우    거특 , 과 물  리특   재사  특  우 하다.

또한 상  2 합물  아크릴 트  함  실란 커플링   2-하 드 시에틸 아크릴 트(HEA)  공 합체[0064]

 가  포함할  , 상  공 합체는  향상시킬  다.  

상  공 합체는 매 100 량 에 하여 0.1~1 량  사 는 것  람직하다. 공 합체  함량  상  [0065]

치  만 하는 경우    거특 , 과 물  리특   재사  특  우 하다.

또한 상  2 합물  아크릴 트  함  실란 커플링 , 아크릴계   2-하 드 시에틸 아크릴[0067]

트(HEA)  공 합체  가  포함할  , 상  공 합체는  향상시킬  다.   

상  공 합체는 매 100 량 에 하여 0.1~1 량  사 는 것  람직하다. 공 합체  함량  상  [0068]

치  만 하는 경우    거특 , 과 물  리특   재사  특  우 하다.

상  (d) 단계는 상  2 합물에 상  개질  폴리우 탄 폰지  함침한 후 건 하여 그래 트  폴리[0070]

틸실 산   폴리우 탄 폰지  하는 단계 , 상  2 합물에 개질  폴리우 탄 폰지

함침 시킨 후 꺼내어 건 하  그래 트  폴리 틸실 산   폴리우 탄 폰지  할  다. 

상  함침 공  1  상 행   ,  상  건 는 50~100℃  븐에  1~20시간 동안 행  [0071]

다. 

또한 본  상   는  에 한 것 다. [0073]

상   는    거 특 , 물   리특 , 재사  특  등  우 하여   시[0074]

과  사   다. 

아울러 상   는  치, 과 물  리 치,  거 치 등에 사 어 강, 다, 해[0075]

양 등에   과    거할  다. 

하 실시   비  통해 본  상  한다. 하  실시 는 본  실시  하여 시  것[0077]
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 뿐, 본  내  하  실시 에 하여 한 는 것  아니다.

(실시  1)[0079]

에탄  100 량   그래 트  1 량  합한 후 20  하여 1 합물  하 다. [0080]

상  1 합물에 폴리우 탄 폰지  1  동안 함침한 후 꺼내어 80℃  븐에  3시간 건 하여 폴리우 탄[0081]

폰지  개질하 다.  

루엔 100 량   폴리 틸실 산 1 량  합한 후 20  하여 2 합물  하 다. [0082]

상  2 합물에 상  개질  폴리우 탄 폰지  1  동안 함침한 후 꺼내어 80℃  븐에  3시간 건 하[0083]

여 그래 트  폴리 틸실 산   폴리우 탄 폰지  하 다. 

도 2는 그래 트  개질  폴리우 탄 폰지  주사 미경(SEM) 미지  나타낸다. [0085]

함침 공  다   행 에 라 폴리우 탄 폰지  도  는 그래 트  양  가함[0086]

 할  다. 

도 3  폴리 틸실 산(PDMS)  개질  폴리우 탄 폰지  주사 미경(SEM) 미지  나타낸다. [0088]

상  PDMS는 폴리우 탄  그래 트  사 에 치하여 폴리우 탄과 그래 트  결합  향상시키 , [0089]

폰지   특  강 시킬  다. 

(실시  2)[0091]

그래 트  0.05 량  사 한 것  하고는 실시  1과 동 한  폴리우 탄 폰지  [0092]

하 다. 

(실시  3)[0094]

그래 트  8 량  사 한 것  하고는 실시  1과 동 한  폴리우 탄 폰지  하[0095]

다. 

(실시  4)[0097]

폴리 틸실 산 0.05 량  사 한 것  하고는 실시  1과 동 한  폴리우 탄 폰지  [0098]

하 다. 

(실시  5)[0100]

폴리 틸실 산 8 량  사 한 것  하고는 실시  1과 동 한  폴리우 탄 폰지  하[0101]

다. 

(실시  6)[0103]

3- 타크릴 시프 필트리 시실란 20 량%  틸 타그릴 트 80 량%  공 합하여 공 합체  하[0104]

다. 

루엔 100 량   폴리 틸실 산 1 량  합하는 신, 루엔 100 량 , 폴리 틸실 산 1 량[0105]

 상  공 합체 0.5 량  합한 것  하고는 실시  1과 동 한  폴리우 탄 폰지  
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하 다. 

(비  1)[0107]

그래 트  사 하지 않  것  하고는 실시  1과 동 한  폴리우 탄 폰지  하[0108]

다. 

(비  2)[0110]

폴리 틸실 산  사 하지 않  것  하고는 실시  1과 동 한  폴리우 탄 폰지  하[0111]

다. 

상  실시   비   폴리우 탄 폰지    특  측 하여 그 결과  아래   1에[0113]

나타내었다. 

  특   하   폴리우 탄 폰지  무게   한 후  폴리우 탄 폰지[0114]

무게  계산하 다. 

 는 물  포함  루엔  가 린  사 하 다. [0115]

 1

[0117] 실시 비

1 2 3 4 5 6 1 2

루엔 특

(g/g)

39.4 31.7 30.2 29.7 30.5 46.1 24.4 22.9

가 린 특

(g/g)

26.7 19.8 20.1 21.2 19.0 32.3 14.8 15.3

상   1  결과 , 실시  1 내지 6   특  우 하 , 특  실시  1  6  상  특  가[0119]

 우 하다. 

 비  1  2는 상  특  실시 에 비하여 열등함  알  다. [0120]
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도

도 1

도 2
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도 3
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